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１．概要（Summary） 

プラスティックの構造体上にイオンビーム照射により導

電性 DLC を形成する技術開発の最初の段階の実験とし

て、今回高エネルギーN ビーム、Ar ビームを用いたプラ

スティック厚膜への導電性DLC形成を目指して広島大学

ナノデバイス・バイオ融合科学研究所の設備を利用して

導電性 DLC形成を検証した。 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

 ラザフォード後方散乱法（RBS）測定装置 

【実験方法】 

SiO2／Si 基板上に PVP（ポリビニルピロリドン）をおよ

そ 200nm 塗布した試料と Si 基板上に 100μm の膜厚

のPI（ポリイミド）シートを固定した試料をあらかじめ用意し、

高エネルギーイオン注入に用いることが可能な広島大学

ナノデバイス・バイオ融合科学研究所のラザフォード後方

散乱法（RBS）測定装置により以下の条件でイオンビーム

照射を行った。 

（1）N ビーム エネルギー0.5～1.0MeV、照射量 5×

1015～5×1016/cm2、ビーム電流値 0.7～0.8μA 

（2）Arビーム エネルギー1.0MeV、照射量 5×1014～

1×1016/cm2、ビーム電流値 0.1～0.4μA 

照射後の試料は回収し、持ち帰ってRamanスペクトル、

電気的特性評価、機械的特性評価をおこなっている。 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

Fig.1 に N ビーム照射後の PVP/SiO2/Si 試料の写真

を、Fig.2 に Ar ビーム照射後の PI(100μm)/Si 試料の

写真を示す。試料片の中央の円形部分が 6mmφのビー

ム痕を示し、この部分の高分子材料の表面が DLC 化さ

れている。 

 評価ができている範囲では、試料の Raman スペクト

ルはDLC形成を示すDバンドとGバンドからなる典型的

なスペクトルを示しており、また予備的な測定では注入量

の多い試料では導電性が認められている。 

 

 

 

 

 

Figure 1. Pictures of N beam irradiated  

PVP/SiO2/Si samples. 

 

 

 

 

 

 

Figure 2. Pictures of Ar beam irradiated  

PI(100μm)/Si samples. 

 

４．その他・特記事項（Others） 

なし。 

 

５．論文・学会発表（Publication/Presentation） 

なし。 

 

６．関連特許（Patent） 

(1) 長町信治他”導電性 DLC 構造体及びその製造方

法”特開 2017-149605、2017年 8月 31日 


